
量⼦井⼾構造を⽤いたInGaP太陽電池の⾼効率化
研究背景: InGaP太陽電池は、図1のような多接合太陽電池で⽤いられる。多接合太陽電池のエネルギー変換効率の

向上の⼿法の1つに、図2のような量⼦井⼾構造をInGaP太陽電池の内部に挿⼊する⽅法がある。本研究
では、⾼品質なInGaP量⼦井⼾構造の結晶成⻑(作製)技術の開発及び量⼦井⼾InGaP太陽電池の性能向上
を⽬指している。
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図1 多接合太陽電池の構造
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図2 InGaP量⼦井⼾構造

実験⼿法: 有機⾦属結晶成⻑法(写真1は実験装置)を⽤いて、実際にInGaP太陽電池
を結晶成⻑(作製)し評価を⾏っている。

写真1 左:太陽電池を作製する装置(有機⾦属結晶成⻑装置)
右: 結晶成⻑(作製)の様⼦

太陽電池の原料原⼦の流れ

ここに太陽電池の成⻑の
⼟台となる基板がある
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